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【手続補正書】
【提出日】平成22年3月11日(2010.3.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上にゲルマニウムを堆積させる方法であって、３５０℃よりも低い温度で前記基板
をゲルマニウム（ＩＩ）前駆体の蒸気と接触させるステップを含む方法。
【請求項２】
　前記温度が３００℃よりも低い、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記温度が２５０℃よりも低い、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記温度が２２５℃よりも低い、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　基板上にゲルマニウム含有膜を形成する方法であって、化学蒸着又は原子層堆積におい
て、イソプロピル、イソブチル、ベンジル、アリル、アルキルアミノ、ニトリル及びイソ
ニトリルからなる群より選択される配位子を含むゲルマニウム錯体の使用を含む方法。
【請求項６】
　前記化学蒸着又は原子層堆積が３５０℃よりも低い温度で行われる、請求項５に記載の
方法。
【請求項７】
　ＧｅＳｂＴｅ半導体を形成する方法であって、ＧｅＳｂＴｅ半導体材料の膜を堆積させ
るステップと、前記膜を窒素でドープするステップとを含む方法。
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【請求項８】
　前記ドープするステップが、アンモニアの使用を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ドープするステップが、アミン液の使用を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記アンモニアを前記膜の形成中に前駆体との共反応物として導入する、請求項８に記
載の方法。
【請求項１１】
　前記ドープするステップが、任意にパルス間のパージと共に、窒素ドーパントのパルシ
ングを含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ドープするステップが、膜の形成において窒素含有前駆体からの窒素の導入を含む
、請求項９に記載の方法。
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